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LAVOPLAS

LEISTUNGSSTARKE VOLUMENPLASMAQUELLE

Vakuumbasierte Verfahren zur Ober-
flachenbehandlung und Beschichtung er-
fordern Plasmaquellen, die Ladungstrager
flr Abstaub- und Aktivierungsprozesse zur
Verfligung stellen. GleichmaBigkeit und
Effektivitat sind dabei von erstrangiger
Bedeutung und verlangen groBvolumige
Plasmen hoher Ladungstragerdichten.

Das Fraunhofer FEP bietet mit LAVOPLAS
(Large Volume Plasma Source) eine
Plasmaquelle auf Basis einer magnetfeld-
gestUtzten Hohlkathodenbogenentladung
an, die sich durch die Bereitstellung
besonders weitreichender, homogener und
dichter Plasmen auszeichnet. Durch einen
kompakten und robusten Aufbau, den
Verzicht auf zusatzliche Hardwarekompo-
nenten in der Vakuumkammer, besonders
niedrigen Gasdurchsatz und nicht zuletzt
hohe Leistungen ist die Quelle fur den
industriellen Einsatz pradestiniert.

Derzeitige Einsatzfelder von LAVOPLAS
am Fraunhofer FEP sind Plasmaatzen mit
hoher Atzrate zur Substratvorbehandlung,
plasmaaktivierte Hochratebedampfung
mit metallischen und oxidischen Schichten
zum Beispiel fir Korrosionsschutzanwen-
dungen, plasmaunterstltztes reaktives
Magnetronsputtern harter Verschleil3-
schutzschichten und plasmaunterstitzte
chemische Dampfphasenabscheidung.
Hierbei wurden bereits erhebliche Ver-
besserungen der Schichteigenschaften hin-
sichtlich Morphologie, Korrosionsschutz,
Harte und Kratzfestigkeit durch den
Einsatz der Plasmaquelle nachgewiesen.

Aufgrund der groBvolumig homogenen
Plasmaausbreitung bis zu 1 m? kdnnen
sowohl groBflachige starre und flexible
Substrate als auch nicht-ebene Substrate
komplexer Geometrie (als Stuck- oder
Schittgut) behandelt werden.



7 107

£

M

[

)

<

=

e

5 101

c

2

=}

X

<

w
1010
30

Schema der Plasmaquelle LAVOPLAS

Ringanode
[ Hohlkathode

50 ... 200 A
40 ...300 V
1000 ... 1500 V
max. 30 kW

8 ... 200 sccm
102 ... 10 Pa
DN 100

BerlUhrungsschutz der
Medienanschlisse
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Plasma

= Magnetfeldspule

32cm

© FRAUNHOFER FEP - 2.3 - H04

18 cm

= Plasmaatzen durch beschleunigte lonen
bei negativer Biasspannung am Substrat

= Substraterwarmung durch Elektronen-
beschuss bei positiver Biasspannung am
Substrat

= lonisierung und Anregung verdampfter
Atome zur Ausbildung eines dichteren
Gefliges der kondensierten Schicht

= lonisierung, Anregung und Dissoziation
von Reaktivgasmolekdilen zur Steigerung
von deren Reaktivitat an der Substrat-
oberflache

= Anbau- und Einbauversion der
Plasmaquelle fir Vorbehandlungs- und
Beschichtungsprozesse

= Angepasste Stromversorgung inkl.
Zindmodul und Magnetfeld-Spulen-
stromversorgung

= Machbarkeitsstudien und Musterbe-
schichtungen sowie Prozessentwicklung

= Inbetriebnahme und Einweisung

Management
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1S0O 9001:2015

- ® 1S0O 50001:2011
TUVRheinland

www.tuv.com
. _/ID 9105050079

Rasterelektronenmikroskop-Aufnah-
men von verdampftem Aluminium auf
Stahl

1 ohne Plasmaaktivierung

2 mit LAVOPLAS-Plasmaaktivierung



